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VORSTUFE UND MISCHSTUFE IM KW-BEREICH MIT DEM
TRANSISTOR OC 6014

Wihrend mit den bisherigen Hochfrequenztransi-
storen OC 612 und OC 613 Lang- und Mittel-
wellenempfdanger mit zufriedenstellenden Emp-
fangseigenschaften erstellt werden konnten, er-
reicht man mit den neuen Transistoren OC 6014
und OC 6015 bei weitaus htheren Frequenzen
ausreichende Verstdrkungen. So ist fur den Ul-
trakurzwellenbereich bis ca. 100 MHz der
OC 6015 und fir den Kurzwellenbereich bis ca.
30 MHz (einschlieBlichder 10,7-MHz-Zwischen-
frequenz) der OC 6014 vorgesehen. In der nach-
stehenden Mitteilung wird das Verhalten des
Transistors OC 6014 im Kurzwellenbereich an
Hand der wichtigsten KenngréBen beschrieben,
und es werden Schaltungsvorschldge fir Kurzwel -
len-Eingangsstufen angegeben.

Die nun folgenden Ausfihrungen behandeln:
KenngroBen im

l.Die wichtigsten
KW-Gebiet

1.1. Steilheit

1.2. Eingangswiderstand und Eingangskapazitit
1.3. Innenwiderstand und Ausgangskapazitit
1.4. Rickwirkungsleitwert

2. Schaltungsbeispiele

2.1. Selbstschwingende Mischstufe als Eingangs-
schaltung

2.2. Selbstschwingende Mischstufe mit regelba-
rer Vorstufe

1. DIE WICHTIGSTEN KENNGROSSEN IM
KW-GEBIET

ZweckmiBig entnimmt man die fur die hochfre-
quente Verstdrkung wichtigsten Kenngréfen
eines Transistors aus dessen w=Ersatzschaltung, da
sich dieses Ersatzbild eines Vierpols fir die Di-
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mensionierung von Schaltungsanordnungen mit
Transistoren als besonders vorteilhaft erwiesen
hat. Diese KenngroBen sind komplexe Leitwerte
und werden - bis auf die aktive GroBe Y21 -
nach Realteil und Imagindrteil angegeben, denn
die Realteile von Eingangs= und Ausgangsleit -
wert und der Betrag des aktiven Ubertragungs-
leitwertes bestimmen die Verstdrkung. Die Ima-
gindrteile dagegen erscheinen als zusdtzliche
Kapazitdten inden angeschlossenen Schwingkrei-
sen. ZweckmiBig wird auch der Rickwirkungs-
leitwert nach Real- und Imagindrteil angegeben,
um gegebenenfalls direkt daraus die Neutralisa-
tionsglieder ableiten zu kdnnen. Somit lassen
sich die im w=Ersatzbild eines Transistors erschei-
nenden VierpolgroBen wie folgt beschreiben:

Y11 =Ge + jwCq
= Eingangsleitwert bei
Ausgang

kurzgeschlossenem

Y22 = Gi + iwCo
= Ausgangsleitwert bei
Eingang
Y21 =[Yp| - eiP 2
= Kernleitwert vorwirts bei kurzgeschlosse-
nem Ausgang (Ubertragungsleitwert)
Y12 == (G + jwCriy)
= Kernleitwert rickwdrts bei kurzgeschlos-
senem Eingang (Ruckwirkungsleitwert)

kurzgeschlossenem

Gewbhnlich werden diese Gréf3en in den Daten-
bldttern der Transistoren in einer anderen Form
angegeben:

?5]_ = | Re = Eingangswiderstand (Ausgang kurz-
e geschlossen)

C]'_ = kRi = Innenwiderstand (Eingang kurzge -
! schlossen)

Hierzu gehdren

Ce = Eingangskapazitit
und Cq = Ausgangskapazitit
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Der Betrag der Differenz beider Kernleitwerte
Y1 Y12 wird mit

S = Steilheit (Betrag)

bezeichnet. Beim OC 6014 ist im Kurzwellen=
bereich Y12 klein gegen Y21, so daB noch mit
hinreichender Genauigkeit gilt:

|Yo1| =S

Der Ruckwirkungsleitwert wird angegeben als

1 S .
E-;i-j =Ry = Ruckwirkungswiderstand

und C

ry = Ruckwirkungskapazitit

GrofBte Verstdrkungen werden im KW=-Gebiet in
Emitterschaltung des OC 6014 erzielt. Die fol-
genden Angaben der Kennwerte beziehen sich
auf die Emitterschaltung des Transistors. Sie wur=
den im Frequenzbereich von 5...30 MHz gemes-
sen. Parameter sind die Emitterstréme Ig=0,5 mA
und 1,0 mA bei den Collectorspannungen
Uc=-6Vund -9 V.

1.1. Steilheit

Bild 1 zeigt den Betrag der Steilheit in Abhdn-
gigkeit von der Frequenz bei den oben angege-
benen Arbeitspunkten. Der EinfluB der Collec-
torspannung ist nur unwesentlich, wihrend bei
hsheren Emitterstrémen (Ig = 1 mA) das Absinken
derSteilheit mit zunehmender Frequenz auffillt.
Die Proportionalitdt zwischen Steilheit und Emit-
terstrom wird bei den hdheren Frequenzen um
30 MHz nicht mehr erfillt. Die Steilheit nimmt
zu hsheren Frequenzen hin bei gréBeren Emitter-
stromen schneller ab als bei kleineren Strémen.
Die Ursache hierfur ist das Ansteigen der Diffu-
sionskapazitidt (zwischen innerem Basispunkt und
Emitter) bei zunehmendem Emitterstrom, wodurch
die aus Basiswiderstand, Diffusionskapazitdt und
Sperrschichtkapazitdt gebildete Spannungstei-
lung der Steuerspannung gréBer und somit die
Steilheit vermindert wird (siehe R6hrenmitteilung

Nr. 57 11 29 und 57 09 28).
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1.2. Eingangswiderstand und
Eingangskapazitat

Diese GroBen erscheinen am Eingang des Transi-
stors in Parallelschaltung. In Bild 2 ist der Ein-
gangswiderstand | R in Abhtingigkeit von der
Frequenz dargestellt. Das Absinken des | R¢ bei
zunehmenderFrequenz ist gerade im Kurzwellen-
gebiet betrtchtlich. Bei noch htheren Frequen-
zen ndhert sich (R asymptotisch dem Basiswider-
stand r,. Dessen Wert liegt bei etwa 10 Q.

Bild 3 zeigt den Verlauf der Eingangskapazitt
Cg in Abhidngigkeit von der Frequenz. Der Ein-
gangswiderstand des Transistors ist auch im Ver-
gleich zum Resonanzwiderstand der Kurzwellen-
kreise sehr niedrig, so daB die Basis grundsitz-
lich an eine Anzapfung des Kreises geschaltet
werden wird. Dadurch bleibt die Verstimmung
durch die Eingangskapazitit gering.
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1.3. Innenwiderstand und
Ausgangskapazitadt

Auch beim Innenwiderstand |R; (Bild 4) ist im
Kurzwellengebiet eine erhebliche Frequenzab-
hangigkeit vorhanden. Da jedoch die Resonanz-
widerstdande der Abstimmkreise in diesem Fre-
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quenzgebiet selten groBer als 10 kQ sind, Uber-
steigt der Innenwiderstand des Transistors den
Kreiswiderstand. Die Frequenzabhangigkeit des
Innenwiderstandes tritt dann praktisch nur wenig
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in Erscheinung, auch wenn der Collector voll am
Schwingkreis liegt. Die Ausgangskapazitdt C
(Bild 5) mit ca. 2 pF ist mit der entsprechenden
Kapazitdt von Rshren vergleichbar bzw. unter-
schreitet sie sogar noch. Sie wird im wesentli-
chen von der Sperrschichtkapazitdt bestimmt und
ist deshalb besonders spannungsabhtingig.

1.4. Ruckwirkungsleitwert

Im Kurzwellengebiet ist der Imagindrteil des
Ruckwirkungsleitwertes des OC 6014 gegeniber
dem Realteil so Uberwiegend, daB der Realteil
vernachldssigt werden kann. Es genigt daher die
Angabe der Ruckwirkungskapazitit C ;. Sie hat
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in Emitterschaltung etwadie GréBe der Ausgangs-
kapazitdt Cq mit ca. 2 pF und ist wie diese auch
besonders spannungsabhingig. Auf eine ndhere
Betrachtung der Ruckwirkungskapazitat wird in
dieser Mitteilung verzichtet, da die im folgen-
den Abschnitt beschriebenen Schaltungen nicht
neutralisiert sind.
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2. SCHALTUNGSBEISPIELE

2.1.Selbstschwingende Mischstufe
als Eingangsschaltung

Fur einfache Empfianger wird man vielfach eine
selbstschwingende Mischstufe als Eingangsschal-
tung verwenden. Diese kann nicht geregelt wer-
den, da bei Abnahme des Emitterstromes der Os-
zillator aussetzen wirde. Ein Schaltungsbeispiel
zeigt Bild 6.

Im Gegensatz zu den gebrduchlichen Mittelwel-
len-Eingangsschaltungen mit Transistoren ist hier
die Verwendung einer Oszillatorbricke notwen-
dig. Da im Kurzwellengebiet Eingangs- und Os-
zillatorfrequenz relativ nahe beeinander liegen
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Bild 6

Die Spulenwerte sind als Tabelle im Anhang aufgefuhrt.

(Frequenzabstand ca. 2...8 % bei einer Zwi-
schenfrequenz um 460 kHz), wirde durch Ver-
kopplung des Eingangskreises mit dem Oszillator-
kreis die Oszillatorfrequenz vom Eingangskreis
"mitgezogen" werden, wodurch Abgleich und
Gleichlauf erheblich gestsrt werden. Eine Ent-
kopplung beider Schwingkreise mittels Oszilla=-
torbricke verhindert auBerdem, daB eine unzu-
lassig hohe Oszillatorspannung tber den Vorkreis
an die Antenne gelangt.

Vorkreis A

Bild 7

Bild 7 zeigt das Briickenprinzip in schematischer
Darstellung. Durch RN und Cpy wird die Basis-
Emitter-Strecke des Transistors nachgebildet,
wenn L3 gleich Ly und die Kopplung zwischen
beiden Spulen fest ist. Es wird empfohlen, beide
Spulen bifilar zu wickeln. L3 istgleichzeitig die
Ruckkopplungsspule des Oszillators. Es ist zweck=-
mdBig, den Transistor durch eine Reihenschaltung
von R und C nachzubilden, da hierbei das Brik-
kengleichgewicht Gber einen groBerenFrequenz-
bereich erhalten bleibt als etwa bei Parallel-
schaltung von R und C. Die Bricke wird auf das
Minimum der Oszillatorspannung an Punkt A ab-
geglichen.
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In Reihe mit dem Oszillatorkreis liegt der Kreis
des Zwischenfrequenzibertragers am Collector
des Transistors. Da im ZF-Ubertrager zur Erzie-
lung einer festen Kopplung die Spulen Lg und Ly
direkt Ubereinander gewickelt wurden, entstand
an dieser Stelle eine zusdtzliche Kapazitit des
ZF-Kreises gegen Masse (ca. 10 pF). Um den
EinfluB dieser Kapazitdt sowie der Ausgangska-
pazitdt des Transistors auf den Oszillatorkreis
weitgehend zu vermindern, wurde der FuBpunkt
des ZF-Kreises an eine Anzapfung des Oszilla-
torkreises gelegt. Schwingsicherheit und Misch-
verstarkung werden durch die Anzapfung nicht
beeinfluBt. Die Schaltung nach Bild 6 ist fur den
Frequenzbereich 10...30 MHz ausgelegt und bei
entsprechender Dimensionierung der Kreise fur
alle Kurzwellenbereiche brauchbar. Die Ver-
wendung eines Kleinst-Drehkondensators (NSF
528/2) sowie eines Einzelkreises anstatt des ZF-
Bandfilters ermsglicht einen Aufbau mit klein-
sten Abmessungen, wie er besonders fur kleine
tragbare Gertte gefordert wird.

Die Leistungsverstdrkung betrdgt vom Anzapf des
Vorkreises bis zur 2, 5-kQ=-Nachbildung des ZF-
Verstarker-Eingangs V|, = 20 dB bei einer Ein-
gangsfrequenz fg = 20 MHz; die Rauschzahl wur-
de bei Anpassung des Rauschgenerators an den
Vorkreis mit F=10 gemessen. Die Gesamt~Strom=
aufnahme der Schaltung betrigt bei 6 Volt etwa
1,2 mA, wobei ca. 0,45 mA Collectorstrom
durch den Transistor flieBen.

2.2. Selbstschwingende Mischstufe
mit regelbarer Vorstufe

2.2.1. Grundsitzliches

Mit einem einzigen Transistor kann nur eine
selbstschwingende Mischstufe erstellt werden,
deren Regelung jedoch nicht méglich ist, da -
wie bereits erwdhnt - bei abnehmendem Emitter-
strom der Oszillator aussetzen wirde.

Soll eine Eingangsschaltung mit Transistoren re-
gelbar cusgefihrt werden, so sind hierzu minde-
stens zwei Transistoren erforderlich, und es bie-
ten sich dafir zwe! grundsdtzliche Schaltungs=
moglichkeiten an: entweder eine geregelte
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Mischstufe mit separatem Oszillator oder eine
selbstschwingende Mischstufe mit regelbarer Vor-
stufe.

Will man die Vor- und Nachteile beider Mog-
lichkeiten gegeneinander abwigen, so ist eine
Eigenschaft von Kurzwellen=Eingangsschaltungen
zu beriicksichtigen: ndmlich dieFrequenzverwer-
fung des Oszillators bei Fading-Regelung der
Vor- oder Mischstufe.

Die stromabhidngigen inneren Kapazitdten des
geregelten Transistors bewirken uUber die Ver-
kopplung zum Oszillator eine von der Regelung
abhtngige Oszillatorverstimmung, die sich der-
art duBert, daB bei zunehmender Antennenspan-
nung die Zwischenfrequenz verschoben wird und
auf eine Flanke der ZF-DurchlaBkurve wandert,
wodurch niederfrequente lineare Verzerrungen
hervorgerufen werden. Auch in mit Rshren be-
stickten Kurzwellenschaltungen tritt bei ungin-
stiger Dimensionierung dieser Effekt auf, der
durch stromabhédngige Anderungen der Raumla-
dungskapazitidt hervorgerufen wird.

Bei Verwendung des einen Transistors in einer
geregelten Vorstufe und des anderen als selbst-
schwingender Mischer kann diese Erscheinung
durch schaltungstechnische MaBnahmen verrin-
gert bzw. aufgehoben werden, indem die Ver-
kopplung des Mischers mit den stromabhdngigen
Kapazitdten des geregelten Vortransistors besei-
tigt wird. Dieses geschieht zweckmdBig mittels
einer Brickenanordnung, wie sie zum Beispiel in
Abschnitt 2.1 niher beschrieben wurde.

Bei Einsatz des einen Transistors in einer fremd-
erregten geregelten Mischstufe und des anderen
als Oszillator ist jedoch eine solche Entkopplung
nicht moglich, da zum Zwecke der Mischung
eine Oszillatorspannung zwischen Basis und Emit-
ter des Mischers sogar notwendig ist und gerade
zwischen diesen Transistor-Anschlissen die strom-
abhingigen Kapazitdten am stdrksten in Erschei-
nung treten. Somit bewirkt eine Regelung der
fremderregten Mischstufe eine gréBere Frequenz-
verwerfung, und als beste Msglichkeit bleibt die
erstgenannte Regelung der Vorstufe mit nachfol~-
gender (selbstschwingender) Mischstufe. Diese
Anordnung hat ferner den Vorteil, daB dyrch die
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Vorstufe noch Verstdrkung gewonnen und dadurch
die Eingangsempfindlichkeit erhsht wird.

Stabilste Verhdltnisse werden erzielt, wenn der
geregelten Vorstufe eine fremderregte Mischstufe
folgt. Jedoch kostet dieses einen weiteren (drit-
ten) Transistor fur den Oszillator.

0000000

lich mit einem Widerstand (5 kQ) beddmpft. Die
erforderliche Kreisdampfung kann allein durch
eine stdrkere Ankopplung des Mischtransistors
nicht erreicht werden, da bei Verwendung einer
hsheren Anzapfung die in denKreis transformier=
ten Kapazititen die Resonanz des Kreises zu
weit in Richtung tieferer Frequenzen verschie-

ZF-Verstarker
———-

MR, -
LJ25k
.

Bild 8

1
40 nFI

Die Spulenwerte sind als Tabelle im Anhang aufgefihrt.

2.2.2. Wirkungsweise der Schaltung

In Bild 8 ist dieSchaltung einer selbstschwingen-
den Mischstufe mit regelbarer Vorstufe darge-
stellt. Sie ist fur einen Bereich von 12...28 MHz
bemessen und bei entsprechender Umdimensionie-
rung der Kreise fur alle Kurzwellenbereiche ver-
wendbar. Der Vorstufen-Transistor arbeitet in
Emitter-Schaltungund ist mit seiner Basis an eine
Anzapfung des Eingangskreises geschaltet. Die
Basis=Vorspannung wird durch die Regelspannung
bestimmt. Die Grundvorspannung ist so zu be-
messen, daB im ungeregelten Zustand ein Col-
lectorstrom von etwa 0,6 mA flieBt. An den Col-
lector ist ein Zwischenkreis geschaltet, der nicht
mit einem Drehkondensator abgestimmt wird und
daher dem entsprechenden Kurzwellenbereich
gemdB breitbandig sein muB. Die Resonanz des
Kreises liege etwa in der Mitte des Bereiches.
Die Kreiskapazitit besteht aus der Ausgangska-
pazitidt des Vorstufen-Transistors und den trans-
formierten Kapazitdten des Mischer-Eingangs
sowie der Oszillator-Bricke. Zur Erzielung der
notwendigen Bandbreite wird der Kreis zusdtz-

5803 39

ben wirden. Eine Verkleinerung der Induktivi-
tat wirde auch keine Abhilfe schaffen, denn
dadurch wisrde die Betriebsgiite des Kreises wie-
der ansteigen, und die Bandbreitenbedingung
kénnte nicht erfullt werden.

ZF -Kreis

)
N\

B
zum e

Zwischenkreis

Oszillator-Kreis

Bild 9

Die Mischstufe schwingt eigenerregt; sie arbei-
tet fur die Eingangsfrequenz in Emitterschaltung.
Der Oszillator schwingt in Basisschaltung (siehe
Bild 9), wobei die Oszillatorfrequenz um die
Zwischenfrequenz hdher liegt als die Eingangs-
frequenz. Der Oszillatorkreis liegt in Reihe mit
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dem 1. ZF-Kreis am Collector des Mischtransi-
stors, witihrend die Ruckkopplung zum Emitter
uber den Koppelkondensator 1 nF von einer An-
zapfung der Oszillatorspule erfolgt. Die Collec-
torgleichspannung wird am FuBpunkt der Oszil-
latorspule Uber ein Siebglied (200 Q, 40 nF) an-
geschlossen. Der Arbeitspunkt des Mischers wird
durch den Emitterwiderstand 1 kQ und den Basis-
Spannungsteiler 7 kQ/1 kQ bestimmt. Damit be-
tragt der Collectorstrom etwa 0,5 mA.

B

8ild 10

2.2.3. Die Oszillatorbriicke

Eine Oszillatorbriicke (siehe auch Bild 10) ver~
mindert den EinfluB des geregelten Vorstufen-
Transistors auf den Oszillatorkreis und gewdhr-
leistet gleichzeitig ein stabiles Durchschwingen
des Oszillators, da bei abgeglichener Bricke die
Basis des Mischers keine Oszillatorspannung fuhrt
und somit fur die Oszillatorfrequenz Masse-
potential erhdlt (Basisschaltung). Bedingt durch
die andere Oszillatorschaltungunterscheidet sich
auch die Brickenschaltung gegeniber der in Ab-
schnitt 2.1 erlguterten Brickenanordnung (ver -
gleiche Bild 7 und Bild 10). Der Oszillator mit
Bricke ist in Bild 9 schematisch herausgezeich-
net, wobei alle fur dasVerstindnis der Wirkungs-
weise unwesentlichen Schaltelemente fortgelas-
sen wurden. Der Spulenabschnitt p des Oszilla-
torkreises ist gleichzeitig die Induktivitdt eines
Brickenzweiges.

Die Bricke wird in der Mitte des jeweiligen Be-
reiches auf Minimum der Oszillatorspannung am
BasisanschluB abgeglichen. Die Oszillator-Rest-
spannung betrigt dann am BasisanschluBR des Mi-
schers ca. 1 mV.
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Voraussetzung fir eine gute Konstanz der Oszil-
latorfrequenz bei Regelung der Vorstufe ist ein
sauberer Aufbau mit méglichst kurzen Leitungen
und giinstig gelegten Massepunkten. Es ist zweck=-
mdBig, fur Vorstufe und Mischstufe nur je einen
Massepunkt zu wahlen, um unerwinschte Ver-
kopplungen durch Chassisstrome zu vermeiden.

Auch eine direkte Verkopplung von Vorkreis und
Oszillatorkreis muB vermieden werden, da bei
Regelung die Anderung der Eingangskapazitat des
Vorstufentransistors eine Resonanzverschiebung
des Vorkreises bewirkt, die sich dann auf den
Oszillatorkreis Ubertrdgt. Solche Verkopplungen
ksnnen hervorgerufen werden, wenn der Rotor
des Drehkondensators fur Vorkreis und Oszilla-
tor gemeinsam mit einer Leitung an Masse gelegt
wird, so daB diese Leitung eine gemeinsame Fu3-
punktinduktivitdt fur beide Kreiskapazitdten
darstellt. Drehkondensatoren mit getrennten Ro-
toranschlussen fur Vorkreis und Oszillator sind
daher zu empfehlen.

2.2.4. ZF-Bandfilter

Die Zwischenfrequenz wird in der Schaltung nach
Bild 8 Uber ein zweikreisiges, kapazitiv gekop-
peltes Bandfilter dem ZF-Verstdrker zugefuhrt.
Uber die Berechnung von Transistor-Bandfiltern
wurde bereits inder Rshrenmitteilung Nr. 560 812
ausfihrlich berichtet. Die Koppelkapazitat Cy
errechnet sich fur kritische Kopplung zu

cy =1€1C2

K |/Q1Q2

wobei Cj und C, die beiden Kreiskapazitsten
und Q und Qy die Betriebsgiten der beiden
Kreise bedeuten

g

Es konnen aber auch induktiv gekoppelte Band-
filter bzw. Einzelkreise verwendet werden.

Der Innenwiderstand des Mischtransistors betragt
fur eine Zwischenfrequenz um 460 kHz in der
angegebenen Schaltung 20...30 kQ.

2.2.5. MeBergebnisse

Von derBasis des Vorstufen-Transistors (Eingangs-

widerstand ca. 200 Q) bis zur 2, 5-kQ-Nachbil-

5803 39

Thomas Giinzel fiir www.radiomuseum.org


http://www.radiomuseum.org
http://www.radiomuseum.org

dung des Eingangs des ersten ZF-Transistors wur-
de eine Leistungsverstirkung V| =25 dB gemes-
sen. Bild 11 zeigt die ZF-Ausgangsspannung
(normiert) fur eine konstante Antennenspannung
in Abhtngigkeit von der Eingangsfrequenz.

11
10
ue %
OzFmax 08 rA <
07 -
Uant = const.
06
05
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01
0
12 1% 16 18 20 22 2 26 MHz 28
fe——=
Bild 1

Die Rauschzahl betrdgt F = 10 bei fe = 20 MHz,
wenn der Rauschgenerator an den Eingangskreis
angepaft wird.

Die Spiegelselektion wurde entsprechend Bild 12
gemessen.
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50 ion = f(fo)

20

12 14 16 18 20 22 24 26 MHz 28
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Bild 12
Der Collectorstrom des Mischtransistors und die

Oszillatorspannung an dessen Emitter sind aus
Bild 13 ersichtlich.

Die Regelbarkeit des Vorstufentransistors veran-
schaulicht Bild 14. Es sind darin fur drei ver-
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Bild 14

schiedene Frequenzen die fir eine konstante ZF-
Ausgangsspannung notwendigen Antennenspan-
nungen in Abhdngigkeit vom Collectorstrom des
Vorstufen-Transistors dargestellt. Um einen Ver-
gleich der drei Kurven zu erleichtern, wurden

u
Sioat R S AT B S tep Uk NSO NETA

UAnt o
bezogen. Das geringe Nachlassen der Regelfd-
higkeit bei hohen Frequenzen ist auf eine durch
die Ruckwirkungskapazitdt des Vorstufentransi-
stors bedingte direkte Ubertragung der Eingangs-
spannung auf den Zwischenkreis zurickzufuhren.

Bild 15 zeigt in Abhiingigkeit von der Eingangs-
frequenz die Frequenzverwerfungen des Oszilla-

tors, die jeweils bei vélliger Regelung der Vor-

stufe (I, =0,6...0 mA) im Versuchsaufbau ge-
messen wurden.
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TELEFUNKEN

ROHRENMITTEILUNGEN FURDIE
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Es wurde auch der EinfluB hoher Eingangsspan-
nungen auf die Funktion der Schaltung unter-
sucht. Hierzu wurde die Eingangsspannung mit
m = 30 % moduliert und die NF-Kurvenform nach
der ZF-Gleichrichtung im Oszillografen betrach-
tet. In Bild 16 ist die maximale Basis~Wechsel-
spannung des Vorstufen-Transistors in Abhtngig=-
keit vom Collectorstrom dargestellt. Diese Span-
nung verursacht gerade sichtbare Verzerrungen
der Niederfrequenz, die durch Ubersteuerungen
der Mischstufe hervorgerufen werden.
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Bitd 16

Da bei einem starken Eingangssignal - durch die
Regelung bedingt - ein kleiner Collectorstrom
im Vorstufen-Transistor flieBt, konnen Basis=
Wechselspannungen von ca. 100...200 mV noch
sauber verarbeitet werden. Dies entspricht einer
HF-Spannung von etwa 1 V am Hochpunkt des
Eingangskreises.

R. Olschewski

Die Spulentabellen fur Bild 6 und Bild 8 finden Sie auf der ndchsten Seite.

5803 39
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SPULENTABELLEN

KW-Mischstufe (selbstschwingend) 10...30 MHz (Bild 6)
Anzapfung ]) 2
Bezeichnung Benennung Windungen nach Windungen Draht Wicklung Kern €)
L Antennenspule 5 - 0,3 CulS Lage FC-FU Il
Lo Vorkreis 13 3 0,8 CuL Lage M7
L3 E)-L,-S:Q:(I;;:;;ng 2,5 - 0,3 CulS bifilar
Ly und -Bricke 2,5 - 0,3 CulS auf Ls FC';\F;J .
Ls Osz.=-Spule 13 4,5 0,8 CuL Lage
L ZF- &0 ' HF-Litze Kreuz
i 5 mm breit F3A
L Ubertrager 18 10 x 0,05
7 = L7 auf L6
]) Zshlanfang: FuBpunkt der Spule
2) Kernbezeichnungen der Firma Vogt u. Co. mbH
KW=-Vorstufe und selbstschwingende Mischstufe 12...28 MHz (Bild 8)
Bezeichnun Benennun Windungen Anzopfung!) Draht Wicklung Kern?2)
9 9 9 nach Windungen
Ly Antennenspule 2 - 0,3 CulS Lage FC-FU Il
Ly Vorkreis 6,5 i 0,8 CuL Lage h/
L3 Zwischenkreis 26 3,5 0,3 CulS Lage FC-FU I
M7
Ly Osz.-Kreis 7 1 und 2 0,8 CuL Lage FC-FU I
M7
L5 . 70 60 HF-Litze Kreuz F3A
ZF-Bandfilter ’
L %0 20 10 x 0,05 | 5 mm breit
6 F3A

]) Zshlanfang: FuBpunkt der Spule

2) Kernbezeichnung der Firma Vogt u. Co. mbH
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